PARÁMETROS HÍBRIDOS. 
El circuito equivalente en parámetros h se muestra en la siguiente figura. A fin de diferenciar los parámetros a emplear dependiendo de las configuraciones, se añade un subíndice e, c, b correspondiente a emisor, colector o base común. 
Por ejemplo, particularizando en el caso de emisor común la representación del transistor sería la siguiente: 
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Simplificado 

• Por lo que en general cuando se trabaja con modelos en emisor o base común se suele prescindir de la fuente de tensión dependiente a la entrada; la influencia de la salida en la entrada es despreciable en estos casos, como se ha comentado anteriormente a la vista de sus características. Como se observa en la tabla los valores hre y hrb son muy bajos 

• Los valores r0=1/ho que representan una resistencia, se corresponden con la inversa de la pendiente en las características de salida y puesto que dichas características son bastante planas ese valor suele ser muy alto, como puede apreciarse en la tabla. En general esa resistencia r0 puede ser despreciables frente a otras resistencias si aparecen en paralelo con ellas. (No puede aceptarse esta simplificación si dichas resistencias no existen o su valor es muy alto). Con estas simplificaciones el modelo para emisor común quedaría
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Los valores de los parámetros correspondientes a base, emisor y colector común son diferentes, no obstante, puesto que representan a un mismo transistor existen ciertas relaciones entre ellos que se muestran en la correspondiente tabla junto con los valores más característicos. 
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Estos parámetros tienen gran aplicación en circuitos electrónicos sobre todo en la construcción de modelos de transistores. Las propiedades de esos parámetros y su interpretación en función de las variables para redes de dos puertos se basan en las siguientes ecuaciones:

  

V1 = h11I1 + h12V2 .........    (1)

I2 = h21I1 + h22V2 .........     (2)

 

Los parámetros híbridos o ‘h’, se definen en función de las variables haciendo V2 = 0: 

 Impedancia de entrada en corto circuito.      [image: image4.png]



Ganancia de corriente en corto circuito.         [image: image5.png]



Podemos hacer a I1 = 0:

Ganancia de voltaje inverso en circuito abierto.    [image: image6.png]



Admitancia de salida en circuito abierto.     [image: image7.png]



 Los parámetros son dimensionalmente mixtos y por esta razón se denominan parámetros híbridos.

La utilidad de dichos parámetros para representar transistores se deriva de la facilidad con que en el puerto dos de salida se pueden realizar mediciones para determinar h11 y h21 en condiciones de corto circuito. Es relativamente más fácil efectuar mediciones en el puerto dos en circuito abierto. 
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